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Introdução

Antimoneto de alumı́nio (AlSb) pode ser utilizado na fabricação de componentes eletrônicos e fotônicos por ser um semicondutor e exibir band gap

(banda proibida) de valor intermediário 1,62eV . A introdução de impurezas em semicondutores pode ser obtida através de implantação iônica. O

uso dessa técnica nâo se limita somente à introdução de impurezas para o aumento da condutividade de semicondutores, mas também é responsável

pela produção de defeitos, porosidade, formação de nanopartı́culas, entre outros. Este comportamento é de grande potencial tecnológico pois com a

formação de poros se aumenta a superfı́cie efetiva da amostra, o que favorece a ocorrencia de reações quı́micas, fazendo com que estes materiais

tenham caracterı́sticas muito favoráveis para seu uso no desenvolvimento de sensores de gás.

Formação por sputtering e irradiação do AlSb

As amostras foram feitas por co-sputtering, com alvos de Al e Sb para a

formação de um filme estequiométrico

Todas as amostras foram cobertas com uma camada de SiO2 para inibir a

oxidação do AlSb

A uma temperatura de 550◦C conseguimos optimizar a formação do composto

AlSb

Figure 1 : A figura da esquerda é uma representação esquemática do processo de sputtering e a da

direita é uma representação da irradiação.

Análise do RBS do AlSb
Não há mudanças significativas após a irradiação.
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Figure 2 : Análise do RBS.

Análise de raios x

Figure 3 : A figura mostra a difração de raios x.

Os filmes de AlSb são policristalinos com estrutura zincblend e a irradiação

iônica não causa mudanças significativas na sua estrutura.

AlSb

Figure 4 : A figura da esquerda mostra um filme de AlSb não irradiado e a figura da direita um

filme de AlSb irradiado com 2x1014cm−2. Estas imagens foram feitas no MEV.

Comparação: AlSb e InSb

Figure 5 : A figura da esquerda mostra um filme de InSb não irradiado, e a figura da direita um

filme de InSb irradiado com 2x1014cm−2. Estas imagens foram feitas no MEV.

O filme de InSb não irradiado tinha uma espesura de 380 nm e depois de ser

irradiado com 2x1014cm−2 a sua espesura passou a ser de 840 nm. Isto não

acontece com o filme de AlSb, ele mantém a sua espesura aproximadamente

constante antes e depois de ser irradiado.

Conclusões

Quando irradiado com feixes de ions até 1x1015cm−2 o AlSb não muda a sua

estrutura, mas tempo após a irradiação a superfı́cie das amostras irradiadas

começa a formar flocos. Investigar o que acontece com as amostras após a

irradiação e continuar irradiando com outras fluenças para ver se o AlSb fica

poroso ou não vai ser o caminho que seguiremos de agora em diante.

Superficie do AlSb tempo depois da irradiação

Figure 6 : A imagem da direita mostra a superficie de um filme de AlSb não irradiado e a da

esquerda mostra a superficie de um filme de AlSb irradiado com 1x1015cm−2. Estas imagens

foram feitas no microscopio ótico. A linha branca equivale a um comprimento de 5 mm.
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